
第38回 応⽤物理学会論⽂賞受賞記念講演

開催⽇ 時間 会場 論⽂名および著者名
「解説論⽂賞受賞記念講演」（30分） 15.4III-V族窒化物結晶
Progress in art and science of crystal growth and its impacts on modern society

〇⻄永 頌1、1.東京⼤学名誉教授
 「優秀論⽂賞受賞記念講演」（30分） 6.2カーボン系薄膜

Perfect selective alignment of nitrogen-vacancy centers in diamond
〇福井 貴⼤1、⼟井 悠⽣1、宮崎 剛英2、宮本 良之2、加藤 宙光2、松本 翼3、牧野 俊晴2、⼭崎 聡2、

森本 隆介3、徳⽥ 規夫3、波多野 睦⼦4、坂川 優希1、森下 弘樹5、⽥嶌 俊之1、三輪 真嗣1、
鈴⽊ 義茂1、⽔落 憲和5、

1.阪⼤, 2.産総研, 3.⾦沢⼤, 4.東⼯⼤, 5.京⼤
 「優秀論⽂賞受賞記念講演」（30分） 13.5デバイス／集積化技術

Charge pumping current from single Si/SiO2 interface traps: Direct observation of P b centers and fundamental trap-
counting by the charge pumping method

〇⼟屋 敏章1、⼩野 ⾏徳2、1.島根⼤, 2.静岡⼤
 「優秀論⽂賞受賞記念講演」（30分） 13.5デバイス／集積化技術

Operation of inverter and ring oscillator of ultrathin-body poly-Ge CMOS
〇鎌⽥ 善⼰1、⼩池 正浩1、⿊澤 悦男2、⿊澤 昌志3、太⽥ 裕之2、中塚 理3、財満 鎭明3、⼿塚 勉1、

1.東芝, 2.産総研, 3.名⼤
[JSAP Young Scientist Award Speech] (15min.) 13.5デバイス／集積化技術
Deviation from the law of energy equipartition in a small dynamic-random-access memory

〇Carles Pierre-Alix1, Katsuhiko Nishiguchi2, Akira Fujiwara2、
1.ESPCI ParisTech, 2.NTT

 「優秀論⽂賞受賞記念講演」（30分） 15.4III-V族窒化物結晶
Carrier dynamics and related electronic band properties of InN films

〇⽯⾕ 善博1、1.千葉⼤
 「優秀論⽂賞受賞記念講演」（30分） 13.8化合物及びパワー電⼦デバイス・プロセス技術

Characterization of electronic states at insulator/(Al)GaN interfaces for improved insulated gate and surface passivation 
structures of GaN-based transistors

〇⾕⽥部 然治1、堀 祐⾂2、⾺ 万程3、Asubar Joel T.4、⾚澤 正道3、佐藤 威友3、橋詰 保3、
1.熊本⼤, 2.古河電⼯, 3.北⼤, 4.福井⼤

 「論⽂奨励賞受賞記念講演」（15分） 16.3シリコン系太陽電池
Seed manipulation for artificially controlled defect technique in new growth method for quasi-monocrystalline Si ingot 
based on casting

〇⾼橋 勲1、Supawan Joonwichien2、岩⽥ ⼤将1、宇佐美 徳隆1、
1.名⼤, 2.産総研

 「優秀論⽂賞受賞記念講演」（30分） 12.3機能材料・萌芽的デバイス
Raising the metal–insulator transition temperature of VO2 thin films by surface adsorption of organic polar molecules

〇塩⾕ 広樹1、庄⼦ 良晃2、清⽊ 規⽮2、中野 匡規3、福島 孝典2、岩佐 義宏3、
1.阪⼤, 2.東⼯⼤, 3.東⼤

「論⽂奨励賞受賞記念講演」（15分） 3.6と3.8のコードシェアセッション
Ultra-broadband dual-comb spectroscopy across 1.0–1.9 µm

〇⼤久保 章1、岩國 加奈2、稲場 肇1、保坂 ⼀元1、⼤苗 敦1、佐々⽥ 博之3、洪 鋒雷4、
1.産総研, 2.コロラド⼤, 3.慶⼤, 4.横国⼤

「解説論⽂賞受賞記念講演」（30分） 15.6IV族系化合物（SiC）
Material science and device physics in SiC technology for high-voltage power devices

〇⽊本 恒暢1、1.京⼤
 「解説論⽂賞受賞記念講演」（30分） 17.3層状物質

融合学理イオントロニクス
〇岩佐 義宏1、下⾕ 秀和2、1.東⼤, 2.東北⼤

 「論⽂奨励賞受賞記念講演」（15分） 10.1、10.2、10.3、10.4コードシェアセッション 新規スピン操作⽅法および関連現象
Electric field modulation of magnetic anisotropy in perpendicularly magnetized Pt/Co structure with a Pd top layer

〇⽇⽐野 有岐1、⼩⼭ 知弘1、⼤⽇⽅ 絢1、三輪 ⼀元2、⼩野 新平2、千葉 ⼤地1、
1.東⼤, 2.電中研

 「優秀論⽂賞受賞記念講演」（30分） 10.2スピントルク・スピン流・回路・測定技術
Spin dice: A scalable truly random number generator based on spintronics

〇福島 章雄1、関 貴之2、薬師寺 啓1、久保⽥ 均1、今村 裕志1、湯浅 新治1、安藤 功兒1、
1.産総研, 2.キヤノンアネルバ
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『応⽤物理学会論⽂賞』は、応⽤物理学の研究において優れた業績をあげた者に対して授与し，その
功績をたたえる賞です。



講演奨励賞とは、講演奨励賞とは優秀な⼀般講演論⽂を発表した若⼿会員に与えられる賞です。受賞者は次に⾏われる講
演会で記念講演を⾏うことができます。

講演奨励賞とは︖︖

第40回（2016年春季）応⽤物理学会講演奨励賞 受賞記念講演

講演奨励賞は講演件数の1％を⽬安に与えられる名誉ある賞です。

開催⽇ 時間 会場 中分類分科名・講演タイトル・所属・著者
1.6 超⾳波
 前⽅光散乱を⽤いた微⼩⾶翔液滴の⾼精度サイズ測定

〇早川 ⼤智1、松浦 有祐1、美⾕ 周⼆朗1、酒井 啓司1、1.東⼤⽣研
2.2 検出器開発
 超薄膜単結晶ダイヤモンドを利⽤した透過型荷電粒⼦検出器の開発
〇加⽥ 渉1、神⾕ 富裕2、Grilj Veljko3、Skukan Natko3、Sudić Ivan3、Pomorski Michal4、牧野 ⾼紘2、安藤 裕⼠1, 2、⼩野⽥ 忍2、花泉 修1、

Jakšić Milko3、⼤島 武2、1.群⾺⼤理⼯, 2.量研機構⾼崎研, 3.RBI, 4.CEA-LIST
6.1 強誘電体薄膜
 ナノキャパシタの第⼀原理解析－dead layer効果と負のキャパシタンス

〇笠松 秀輔1、渡邉 聡2、Han Seungwu3、Hwang Cheol Seong3、1.東⼤物性研, 2.東⼤院⼯, 3.ソウル⼤
9.5 新機能材料・新物性
 ⾮磁性半⾦属InBiにおける相対論的電⼦構造と巨⼤磁気抵抗

〇⼤川 顕次郎1、加納 学1、並⽊ 宏允1、笹川 崇男1、1.東⼯⼤フロンティア研
12.2 評価・基礎物性
 マイクロ波を⽤いた低分⼦有機半導体の局所伝導度評価法の開発

〇筒井 祐介1、崔 旭鎮1、櫻井 庸明1、関 修平1、1.京⼤院⼯
12.4 有機EL・トランジスタ
 印刷デュアルゲート型有機トランジスタのバイオセンサ応⽤

〇南 豪1, 2、陳 奕樸2、南⽊ 創1, 2、⽵⽥ 泰典2、福⽥ 憲⼆郎3、時任 静⼠2、1.東⼤⽣研, 2.⼭形⼤ROEL, 3.理研
3.4 ⽣体・医⽤光学
 波⻑1.7 um帯フルレンジ超⾼分解能スペクトルドメインOCTを⽤いた⾼侵達・⾼分解能イメージング

〇川越 寛之1、⼭中 真仁1、巻⽥ 修⼀2、安野 嘉晃2、⻄澤 典彦1、1.名⼤院⼯, 2.筑波⼤COG
3.6 超⾼速・⾼強度レーザー
 極紫外アト秒パルスの⾚外電場によるストリーク計測とその応⽤

〇齋藤 成之1、⽯井 順久1、⾦井 輝⼈1、渡部 俊太郎2、板⾕ 治郎1、1.東⼤物性研, 2.東理⼤
3.9 テラヘルツ全般
 巨視的磁気秩序の⾼強度テラヘルツ近接磁場によるコヒーレント制御

〇栗原 貴之1、中嶋 誠1、末元 徹2、1.阪⼤レーザー研, 2.豊⽥理研
6.2 カーボン系薄膜
 3C-SiC(111)/Si(111)上への⾼配向ダイヤモンドのヘテロエピタキシャル成⻑

〇須藤 建瑠1, 2、⽮板 潤也1, 2、岩崎 孝之1, 2、波多野 睦⼦1, 2、1.東京⼯業⼤学, 2.JST-CREST
6.6 プローブ顕微鏡
 Cu表⾯上のNOの価電⼦状態と⾮弾性トンネル分光の相関

〇塩⾜ 亮隼1, 2、奥⼭ 弘1、⼋⽥ 振⼀郎1、有賀 哲也1、Alducin Maite3, 4、Frederiksen Thomas3, 5、
1.京⼤院理, 2.東⼤新領域, 3.DIPC, 4.CFM/MPC, 5.IKERBASQUE

10.4 半導体・有機・光・量⼦スピントロニクス
 磁場勾配によるダイヤモンド中のNVスピンのナノスケール量⼦制御

〇荒井 慧悟1、Lee Junghyun2、Zhang Huiliang1、Belthangady Chinmay1、Walsworth Ronald1、
1.ハーバード・スミソニアン, 2.MIT

13.6 Semiconductor English Session
Investigation of Bilayer HfN Gate Insulator Formed by ECR Plasma Sputtering

〇Nithi Atthi1, Shun-ichiro Ohmi1、1.Tokyo Tech
13.9 光物性・発光デバイス
 ⽣体イメージング⽤Ca10(PO4)6(OH)2 : Mn5+近⾚外ナノ蛍光体の液相合成

〇上原 航1、⽯垣 雅1、岡本 優樹1、稲垣 徹1, 2、本間 徹⽣3、⼤観 光徳1、
1.⿃⼤院⼯, 2.宇部興産（株）, 3.JASRI

13.10 化合物太陽電池
 セレンフリーCu(In,Ga)S2薄膜太陽電池の変換効率改善

〇廣井 誉1, 2, 3、岩⽥ 恭彰3、杉本 広紀3、⼭⽥ 明1、1.東⼯⼤院⼯, 2.昭和シェル, 3.ソーラーフロンティア
S.20  窒化物半導体の最前線 －⽋陥のない結晶・デバイスを⽬指して－
 GaN-LEDを⽤いた⾼密度光電⼦集積回路基盤技術の開発

〇⼟⼭ 和晃1、宇都宮 脩1、中川 翔太1、⼭根 啓補1、関⼝ 寛⼈1、岡⽥ 浩2, 1、若原 昭浩1, 2、
1.豊技⼤⼯, 2.豊技⼤エレクトロニクス先端融合研究所
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第40回（2016年春季）応⽤物理学会講演奨励賞 受賞記念講演

講演奨励賞は、発表年⽉⽇以降の４⽉１⽇時点で満33才以下の⼈のみ受賞できます。

開催⽇ 時間 会場 中分類分科名・講演タイトル・所属・著者
7.2 電⼦ビーム応⽤
 BaTiO3薄膜の陽イオン微⼩変位計測によるナノドメイン構造解析

〇⼩林 俊介1、加藤 丈晴1、幾原 雄⼀1, 2、⼭本 剛久1, 3、1.JFCC, 2.東⼤総研, 3.名⼤⼯
9.4 熱電変換
 摂動分⼦動⼒学法による層状酸化物のフォノン熱伝導機構の解明

〇藤井 進1、吉⽮ 真⼈1, 2、1.⼤阪⼤⼯, 2.JFCC
11.1 基礎物性
 乱れの多い鉄系超伝導体の磁束フロー

〇岡⽥ 達典1、鍋島 冬樹1、今井 良宗2、前⽥ 京剛1、1.東⼤院総合, 2.東北⼤院理
12.1 作製・構造制御
 pMAIRS法による⾮晶質・⾮平滑有機薄膜の構造異⽅性解析

〇塩⾕ 暢貴1、波⽥ 美耶⼦1、下⾚ 卓史1、枝 和男2、⻑⾕川 健1、1.京⼤化研, 2.神⼾⼤院理
12.3 機能材料・萌芽的デバイス
 溶液中における浮遊⽣体物質の形状分布解析法に基づくナノバイオセンサーの開発

〇⿓崎 奏1、筒井 真楠2、安井 隆雄3、横⽥ ⼀道2、⽟⽥ 薫1、⾺場 嘉信3、⾕⼝ 正輝2、
1.九⼤先導研, 2.阪⼤産研, 3.名⼤⼯学

12.7 医⽤⼯学・バイオチップ
 遠⼼熱対流PCRの流体解析と糞便検体中薬剤耐性菌遺伝⼦の迅速検出

〇⾼橋 和也1、齋藤 真⼈1、⼭本 倫久2、明⽥ 幸宏2、朝野 和典3、⺠⾕ 栄⼀1、
1.⼤阪⼤院⼯, 2.⼤阪⼤微研, 3.⼤阪⼤院医

13.3 絶縁膜技術
Effects of nitrogen bonding on para-/ferroelectric transition of HfO2

〇Lun Xu1, Tomonori Nishimura1, Shigehisa Shibayama1, Takeaki Yajima1, Shinji Migita2, Akira Toriumi1、
1.The Univ. of Tokyo, 2.AIST

16.3 シリコン系太陽電池
 PLイメージングによる太陽電池⽤シリコン結晶の評価

〇鈴⽊ 涼太1、⼩島 拓⼈1、⽊下 晃輔1、⼤下 祥雄2、⼩椋 厚志1、1.明治⼤理⼯, 2.豊⽥⼯⼤
17.2 グラフェン
 糖鎖機能化グラフェンFETを⽤いた抗ウイルス薬効評価のためのノイラミニダーゼ反応計測

〇鎌⽥ 果歩1、⼩野 尭⽣1、⾦井 康1、⼤野 恭秀1, 2、前橋 兼三1, 3、井上 恒⼀1、
渡邊 洋平4、河原 敏男5、鈴⽊ 康夫5、中北 愼⼀6、松本 和彦1、

1.阪⼤産研, 2.徳島⼤, 3.東京農⼯⼤, 4.京都府⽴医⼤, 5.中部⼤, 6.⾹川⼤
21.1 合同セッションＫ 「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」
 超ワイドバンドギャップアモルファス酸化物半導体の⽋陥制御と光・電⼦デバイス応⽤

〇⾦ 正煥1、関⾕ 拓実2、井⼿ 啓介2、平松 秀典1, 2、細野 秀雄1, 2、神⾕ 利夫1, 2、
1.東⼯⼤ 元素セ, 2.東⼯⼤ フロンティア研

3.6と3.8のコードシェアセッション
 スキャンレスデュアルコム分光イメージング法の提案

〇澁⾕ 九輝1, 2、南川 丈夫1, 2、⽔⾕ 康弘2, 3、安井 武史1, 2、岩⽥ 哲郎1, 2、
1.徳島⼤院, 2.JST, ERATO美濃島知的光シンセサイザ, 3.阪⼤院⼯

3.6と3.8のコードシェアセッション
 チャープした光コムのスペクトル⼲渉による瞬時3次元計測⼿法

〇加藤 峰⼠1, 2、内⽥ めぐみ1, 2、美濃島 薫1, 2、1.電通⼤, 2.JST, ERATO美濃島知的光シンセサイザ
1.5 計測技術・計測標準
 熱応⼒誘起光散乱法によるマイクロクラック検出技術の研究開発

〇坂⽥ 義太朗1、寺崎 正1、野中 ⼀洋1、1.産総研
3.12 ナノ領域光科学･近接場光学
Tip-enhanced THz-Raman spectroscopy: an all-optical method for precise determination and control of local temperature at the
nanoscale

〇Maria Balois1, Norihiko Hayazawa1, 2, Francesca Celine Catalan2, Satoshi Kawata3,
Takuo Tanaka1, Taka-aki Yano4, Tomohiro Hayashi4、

1.Photon Team - RIKEN, 2.SISL - RIKEN, 3.Osaka Univ., 4.Tokyo Inst. of Tech.
8.5 プラズマナノテクノロジー
 PS-PVDによるNiエピタキシャル直接担持Siナノ粒⼦のLi⼆次電池特性向上機構

〇深⽥ 航平1、太⽥ 遼⾄1、神原 淳1、1.東⼤院⼯
12.5 有機太陽電池
 電流計測原⼦間⼒顕微鏡で明らかにする共役⾼分⼦混合膜の電荷輸送構造

〇尾坂 美樹1、近藤 裕也1、辨天 宏明1、⼤北 英⽣1、伊藤 紳三郎1、1.京⼤院⼯
15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎
 気相反応抑制によるMOCVD法を⽤いた⾼品質AlInSb膜の成⻑⽅法

〇吉川 陽1、森下 朋浩1、永瀬 和宏1、1.旭化成
15.6 IV族系化合物（SiC）
 酸化性および還元性雰囲気におけるゲート酸化膜成⻑前の⾼温熱処理がSiC MOSFET移動度に与える影響

〇平井 悠久1、喜多 浩之1、1.東⼤院⼯
17.3 層状物質
 h-BNの絶縁破壊電界はなぜダイアモンドより⾼いのか︖

〇服部 吉晃1、⾕⼝ 尚2、渡邊 賢司2、⻑汐 晃輔1, 3、1.東⼤マテリアル, 2.NIMS, 3.JST-さきがけ

9/16
(⾦)

B1313:45〜14:00

12:45〜13:00

9:00〜9:15

D63

A35

9:00〜9:15 A24

B913:15〜13:30

A3313:15〜13:30

C302

B12

A32

B9

A41

10:45〜11:00

10:15〜10:30

10:45〜11:00 C42

C3216:00〜16:15

B5

B7

B8

13:45〜14:00

13:45〜14:00

9:30〜9:45

10:30〜10:45

9:00〜9:15

9/15
(⽊)

B5

C32

A22

12:00〜12:15

13:45〜14:00

14:30〜14:45

13:30〜13:45



第40回（2016年春季）応⽤物理学会講演奨励賞 賞状・記念品贈呈式

2016年春講演会の受賞者は38名です。今年の講演奨励賞の記念品は、楯です。

⽇時︓9⽉13⽇（⽕） 会場︓朱鷺メッセ Ａ41（国際会議室） ※どなたでもご参加いただけます。
講演奨励賞受賞者
（講演時の所属）

講演題⽬
（受賞者以外の共著者、所属）

講演奨励賞受賞者
（講演時の所属）

講演題⽬
（受賞者以外の共著者、所属）

坂⽥ 義太朗 ⾮接触な潜傷検査技術 -熱応⼒誘起光散乱法によるガラス基板表層の潜傷検出- 岡⽥ 達典 磁束フローから⾒た鉄系超伝導体の超伝導ギャップ構造

（産総研） 寺崎 正、野中 ⼀洋 (産総研) （東⼤院総合） 今井 良宗、前⽥ 京剛 (東⼤院総合)

早川 ⼤智 前⽅光散乱を⽤いた微⼩液滴径のオンサイト測定 塩⾕ 暢貴 ⾚外pMAIRS法を⽤いた有機半導体薄膜の構造異⽅性解析

（東⼤⽣研） 美⾕ 周⼆朗、酒井 啓司 (東⼤⽣研) （京⼤化研） 波⽥ 美耶⼦1、下⾚ 卓史1、枝 和男2、⻑⾕川 健1 (1.京⼤化研、2.神⼾⼤院理)

加⽥ 渉 超薄窓型単結晶ダイヤモンド荷電粒⼦検出器の開発(2) 尾坂 美樹 電流計測原⼦間⼒顕微鏡で明らかにする共役⾼分⼦薄膜の電荷輸送構造

（群⾺⼤理⼯）
神⾕ 富裕2、Grilj Veljko3、Skukan Natko3、Sudić Ivan3、Pomorski Michal4、牧野 
⾼紘2、安藤 裕⼠1,2、神林 佑哉1,2、⼩野⽥ 忍2、花泉 修1、Jakšić Milko3、⼤島 武2 
(1.群⾺⼤理⼯、2.原⼦⼒機構、3.RBI、4.CEA- LIST)

（京⼤院⼯） 近藤 祐也、辨天 宏明、⼤北 英⽣、伊藤 紳三郎 (京⼤院⼯)

Balois Maria
An all-optical method for determining temperature at the nanoscale via tip-
enhanced THz-Raman spectroscopy

⾼橋 和也 遠⼼熱対流PCRの流体解析と薬剤耐性菌遺伝⼦の迅速検出

（Innovative 
Photon 

Manipulation 
Research Team - 

RIKEN）

Hayazawa Norihiko1,2、Catalan Francesca Celine2、Kawata Satoshi3、Tanaka 
Takuo1、Yano Taka-aki4、Hayashi Tomohiro4 (1.Innovative Photon 
Manipulation Research Team - RIKEN、2.Surface and Interface Science 
Laboratory - RIKEN、3.Osaka University、4.Tokyo Institute of Technology)

（阪⼤院⼯）
齋藤 真⼈1、⼭本 倫久2、明⽥ 幸宏2、朝野 和典3、⺠⾕ 栄⼀1 (1.阪⼤院⼯、2.阪⼤
微研、3.阪⼤院医)

池川 晶貴 ドレスト光⼦を⽤いた光増幅型のシリコン⻘・紫外光検出器の感度評価 筒井 祐介 マイクロ波共振法を⽤いたチエノアセンの特異な電荷輸送特性の解明

（東⼤院⼯） 川添 忠2、⼤津 元⼀1 (1.東⼤院⼯、2.NPOナノフォト) （京⼤院⼯） 崔 旭鎮、櫻井 庸明、関 修平 (京⼤院⼯)

栗原 貴之 スピンダイナミクスと磁気秩序の⾼強度テラヘルツ磁場による制御 ⿓崎 奏 溶液中における浮遊⽣体物質の形状分布解析法に基づくナノバイオセンサーの開発

（東⼤物性研） 末元 徹1、中嶋 誠2 (1.東⼤物性研、2.阪⼤レーザー研) （九⼤先導研） 筒井 真楠2、安井 隆雄3、横⽥ ⼀道2、⽟⽥ 薫1、⾺場 嘉信3、⾕⼝ 正輝2 (1.九⼤先導
研、2.阪⼤産研、3.名⼤⼯学)

加藤 峰⼠ チャープした超短パルスのスペクトル⼲渉を⽤いた距離イメージング法の開発 南 豪 印刷デュアルゲート型有機トランジスタのバイオセンサ応⽤

（電通⼤/JST, 
ERATO知的光シンセ

内⽥ めぐみ1、中嶋 善晶1,2、美濃島 薫1,2 (1.電通⼤、2.JST, ERATO知的光シンセサ
イザ)

（⼭形⼤院理⼯/
⼭形⼤ROEL）

陳 奕樸1,2、南⽊ 創1,2、⽵⽥ 泰典1,2、眞野 泰誠1,2、福⽥ 憲⼆郎3、時任 静⼠1,2 (1.⼭
形⼤院理⼯、2.⼭形⼤ROEL、3.理研)

澁⾕ 九輝 スキャンレスデュアルコム分光イメージング法の提案 Nithi Atthi Investigation of Bilayer HfN Gate Insulator Formed by ECR Plasma Sputtering

（徳島⼤/JST-
ERATO 美濃島知的

光シンセサイザプロ
ジェクト）

松本 拓磨1、⽔⾕ 康弘2,3、岩⽥ 哲郎1,3、安井 武史1,3 (1.徳島⼤、2.⼤阪⼤、3.JST-
ERATO 美濃島知的光シンセサイザプロジェクト)

（Tokyo Tech） Ohmi Shun-ichiro (Tokyo Tech)

川越 寛之 波⻑1.7um帯超⾼分解能フルレンジスペクトルドメインOCT 廣井 誉 Zn1-xMgxOバッファー層によるCu(In,Ga)S2薄膜太陽電池の変換効率改善

（名⼤院⼯） ⼭中 真仁1、巻⽥ 修⼀2、安野 嘉晃2、⻄澤 典彦1 (1.名⼤院⼯、2.筑波⼤COG)
（ソーラーフロンティア

/昭和シェル⽯油/
東⼯⼤院理⼯）

岩⽥ 恭彰1,2、杉本 広紀1,2、⼭⽥ 明3 (1.ソーラーフロンティア、2.昭和シェル⽯油、
3.東⼯⼤院理⼯)

齋藤 成之 極紫外アト秒パルスの⾚外電場によるストリーク計測 中堂薗 賢⼀ フリップチップ超⾳波接合時の歪みと温度のその場観測

（東⼤物性研） ⽯井 順久1、⾦井 輝⼈1、渡部 俊太郎2、板⾕ 治郎1 (1.東⼤物性研、2.東理⼤) （九⼤シス情） 岩鍋 圭⼀郎、千⽥ 洋輔、浅野 種正 (九⼤シス情)

須藤 建瑠
パルスバイアス核形成法を⽤いた3C-SiC(111)/Si(111)上への⾼配向ダイヤモンドの
合成

Xu Lun New finding of ferroelectricity of N doped HfO2 films

（東⼯⼤院
/CREST）

⽮板 潤也1,2、岩崎 孝之1,2,3、波多野 睦⼦1,2,3 (1.東⼯⼤院、2.CREST、3.ALCA) （Univ. Tokyo）
Nishimular Tomonori1、Shibayama Shigehisa1、Yajima Takeaki1、Migita 
Shinji2、Toriumi Akira1 (1.Univ. Tokyo、2.AIST)

鈴⽊ 温 ソフト化学的Li挿⼊によるアナターゼ型TaONへのキャリアドープ 上原 航 ⽣体イメージング⽤Mn5+付活Ca10(PO4)6(OH)2近⾚外ナノ蛍光体の液相合成

（東⼤院理/KAST） 廣瀬 靖1,2、中尾 祥⼀郎2、中川 貴⽂1、岡⽥ 洋史1、松尾 豊1、⻑⾕川 哲也1,2 (1.東
⼤院理、2.KAST)

（⿃⼤院⼯） ⽯垣 雅2、岡本 優樹1、稲垣 徹1,4、⼤観 光徳1,3 (1.⿃⼤院⼯、2.TiFREC、
3.TEDREC、4.宇部興産)

笠松 秀輔 強誘電体薄膜のドメインダイナミクスと負のキャパシタンスの第⼀原理計算 平井 悠久
4H-SiC MOSFET移動度に対する熱酸化による基板特性劣化とダメージ層除去効果の
競合

（東⼤物性研） 渡邉 聡1、Han Seungwu2、Hwang Cheol Seong2 (1.東⼤院⼯、2.ソウル⼤) （東⼤院⼯） 作⽥ 良太、喜多 浩之 (東⼤院⼯)

塩⾜ 亮隼 Cu表⾯上におけるNOの価電⼦状態と⾮弾性トンネル分光測定 ⼟⼭ 和晃 Si/SiO2/GaN-LED構造を⽤いたSi-MOSFETおよびLEDのモノリシック集積

（京⼤院理/東⼤新領
域）

奥⼭ 弘、⼋⽥ 振⼀郎、有賀 哲也 (京⼤院理) （豊技⼤⼯） 宇都宮 脩1、中川 翔太1、⼭根 啓補1、関⼝ 寛⼈1、岡⽥ 浩2,1、若原 昭浩1,2 (1.豊技
⼤⼯、2.EIIRIS)

⼩林 俊介 ⾛査型透過電⼦顕微鏡を⽤いたBaTiO3薄膜のナノドメイン構造解析 吉川 陽 低温成⻑Cドーピングによる⾼品質InSb膜の成⻑⽅法

（JFCC） 加藤 丈晴1、幾原 雄⼀1,2、⼭本 剛久1,3 (1.JFCC、2.東⼤総研、3.名⼤⼯) （旭化成） 森下 朋浩、永瀬 和宏 (旭化成)

深⽥ 航平 プラズマスプレーPVDによるLiイオン⼆次電池⽤Si-Ni複合ナノ負極の特性向上 鈴⽊ 涼太
PLイメージングを⽤いた強制汚染およびゲッタリングによる多結晶Si中の鉄および
ニッケルの影響評価

（東⼤院⼯） 太⽥ 遼⾄、神原 淳 (東⼤院⼯) （明治⼤理⼯） 池野 成裕1,2、⼩島 拓⼈1、⼤下 祥雄3、⼩椋 厚志1 (1.明治⼤理⼯、2.学振特別研究
員、3.豊⽥⼯⼤)

⼤川 顕次郎 強い相対論効果を持つ⾮磁性半⾦属InBi単結晶における巨⼤磁気抵抗 服部 吉晃 単結晶六⽅晶ボロンナイトライドの絶縁破壊強度の異⽅性

（東⼯⼤応セラ研） 加納 学、並⽊ 宏允、笹川 崇男 (東⼯⼤応セラ研) （東⼤マテリアル） ⾕⼝ 尚2、渡邊 賢司2、⻑汐 晃輔1,3 (1.東⼤マテリアル、2.NIMS、3.JST-さきがけ)

藤井 進 層状Co酸化物における微視的熱伝導現象とその抑制機構 鎌⽥ 果歩 糖鎖機能化グラフェンFETを⽤いたノイラミニダーゼ反応計測

（⼤阪⼤⼯） 吉⽮ 真⼈1,2 (1.⼤阪⼤⼯、2.JFCC) （阪⼤産研）
⼩野 尭⽣1、⾦井 康1、⼤野 恭秀1,2、前橋 兼三1,3、井上 恒⼀1、渡邊 洋平4、河原 敏
男5、鈴⽊ 康夫5、中北 愼⼀6、松本 和彦1 (1.阪⼤産研、2.徳島⼤、3.東京農⼯⼤、4.
京都府⽴医⼤、5.中部⼤、6.⾹川⼤)

Arai Keigo Quantum manipulation of spins in diamond via magnetic field gradients ⾦ 正煥
超ワイドギャップアモルファス半導体a-Ga2Oxの実現とGa-Zn-O系のバンドアライ
メント

（MIT） Lee Junghyun1、Zhang Huiliang2、Walsworth Ronald2 (1.MIT、2.Harvard 
Univ.)

（東⼯⼤応セラ研） 関⾕ 拓実、井⼿ 啓介、平松 秀典、細野 秀雄、神⾕ 利夫 (東⼯⼤応セラ研)



各分科 受賞記念講演

2016年度国際フェロー特別講演

■プラズマエレクトロニクス賞受賞記念講演
開催⽇ 時間 会場 講演タイトル 講演者（所属）

9:45〜10:15 A22 バンドギャップチューニング可能なZnO系新半導体材料の開発 板垣 奈穂（九⼤）
10:15〜10:45 A22 プラズマ⽀援 CH4/CO2改質のパルス診断 ⻲島 晟吾（東⼯⼤）

■有機分⼦・バイオエレクトロニクス分科会業績賞受賞記念講演
開催⽇ 時間 会場 講演タイトル 講演者（所属）

9/14(⽔) 13:15〜13:45 B11 有機エレクトロニクスの進展と将来展望 ⼯藤 ⼀浩（千葉⼤）

■有機分⼦・バイオエレクトロニクス分科会奨励賞受賞記念講演
開催⽇ 時間 会場 講演タイトル 講演者（所属）

9/13(⽕) 13:15〜13:45 B11 熱活性化遅延蛍光過程を利⽤した⾼性能蛍光有機ELデバイスの開発 中野⾕ ⼀（九⼤・OPERA）

9/14(⽔)

■6.1 強誘電体薄膜
開催⽇ 時間 会場 タイトル 講演者名 （所属）

9/13(⽕) 13:30〜14:00 A23 Piezoresponse Force Microscopy - candid camera for the 
nanoferroelectric world

Alexei Gruverman (University of 
Nebraska,Lincoln)

■7.1 X線技術
開催⽇ 時間 会場 タイトル 講演者名 （所属）

9/13(⽕) 15:30〜16:00 C31 Optics and Coherence at X-ray and EUV Wavelengths David Attwood (University of 
California,Berkeley)

memo


